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Siire 90 dakikadir. Sorular es puanhdir, tiimii yanitlanacaktir. Kendi not ve

kitaplarimizi kullanabilirsiniz. Baskasindan kitap, not, hesap makinesi vb.
alinamaz.

1. Sekil-1’deki Howland akim kaynagi devresinde R1 = R3 = 40k, R2 = R4 = 120Kk,
Vee = Vie = 15V, Vet = Vaar' = 3V, Vi = 0, Vi = Vier = 2V olarak verilmistir.

a) Ipyiik akimin ve baglanabilecek Rimaks en biiyiik yiik direnci degerini bulunuz.

b) Direncg toleranslar1 %5 olduguna gore, en kotii durumda devrenin cikis direnci ne
olur? Hesaplayinz.

2. Sekil-2’deki akim kaynag1 devresinde
MOSFET icin A = 0.01 V1, k = 1A/V2 R, = 5 Ohm, V. =2V, Vet = 50V olarak
verilmistir.

a) I yiik akiminin degerini hesaplayiniz.

b) Cikis direncinin Ro = 100Mohm ve ¢ikis kapasitesinin Co < 100pF olabilmesi i¢in
islemsel kuvvetlendiricinin acik ¢evrim kazanci ve birim kazang¢ bant genisligi
nasil secilmelidir?

¢) Yiik direncinin alabilecegi en biiyiik degeri bulunuz.

3. Sifir kargilagtiricr olarak cahistirllacak bir gerilim karsilastiricinin girisine 1 kHz
frekansh ve 1V genlikli bir {icgen isareti uygulanmyor. Karsilagtiricinin konum
degistirme esikleri V1 < 5mV, V2 < 40 mV olabilmesi i¢in kullanilacak islemsel
kuvvetlendirici hangi ozellikleri saglamalidir? Belirleyiniz. Vomaks= -Vomin = 12V olarak
verilmistir.

4. Sekil-3’deki gerilim kontrollu osilatorde R = R;= R; = 20k olarak verilmistir.
Vomaks= -Vomin = 12V. Ucgen dalganin tepeden tepeye degeri 5V olacaktir. Osilatoriin
kazancinin df/dVi = 1000Hz/V olmas: isteniyor. R. ve C elemanlarina verilmesi
gereken degeri bulunuz. Maksimum osilasyon frekansini belirleyiniz. Osilatoriin f-Vi

karakteristigini ¢iziniz.
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